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[57]申請專利範圍
1.　一種對稱式雙向矽控整流器，其包含有：一基板，其為第二導電型；一第一埋入層，其
係位於該基板上且為第一導電型；一第一井與一第二井，其係位於該第一埋入層上且皆

為第二導電型；一中間井，其係位於該第一井與該第二井間，且為第一導電型；一第一

半導體區與一第二半導體區，其係位於該第一井內；一第三半導體區，其係位於該第一

井與該中間區域接合面上，該第二半導體區與該第三半導體區間之上設有一第一閘極結

構，該第一閘極結構、該第一半導體區與該第二半導體區連接至一陽極；一第四半導體

區與一第五半導體區，其係位於該第二井內；一第六半導體區，其係位於該第二井與該

中間區域之接面上，該第五半導體區與該第六半導體區間之上設有一第二閘極結構，該

第二閘極結構、該第四半導體區與該第五半導體區連接至一陰極；一第三埋入層，其係

位於該第一埋入層側邊的該基板上，該第三埋入層為第二導電型；一第四井，其係位於

該第三埋入層上且為第二導電型；以及一第八半導體區，其係位於該第四井內，且為第

二導電型，該第八半導體區接至某個端點電位。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，更包含有：一第二埋入層，其位
於該第一埋入層另一側邊的該基板上且為第二導電型； 一第三井，其係位於該第二埋入
層上且為第二導電型；以及一第七半導體區，其係位於該第三井內，且為第二導電型，

該第七半導體區接至某個端點電位。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一井與該第三井間可為
一第一磊晶層，該第二井與該第四井間可為一第二磊晶層，該第一磊晶層與該第二磊晶

層為第一導電型。

4.　如申請專利範圍第 2項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一井與該第三井間可為
一第五井區，該第二井與該第四井間可為一第六一井區，該第五井區與該第六井區皆為

第一導電型。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一閘極結構可串聯一電
阻，該第二閘極結構也可串聯一電阻後，各別連接至一陽極及一陰極。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第三半導體區與該第六半
導體區間之上更包含有一浮置閘極結構。
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7.　如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一半導體區與該第四半
導體區之導電型態為第一導電型，該第二半導體區、該第三半導體區、該第五半導體區

與該第六半導體區之導電型態為第二導電型。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一半導體區與該第四半
導體區之導電型態為第二導電型，該第二半導體區、該第三半導體區、該第五半導體區

與該第六半導體區之導電型態為第一導電 型。
9.　如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一半導體區、該第三半
導體區、該第四半導體區與該第六半導體區之導電型態為第二導電型，該第二半導體區

與該第五半導體區之導電型態為第一導電型。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一半導體區、該第三半
導體區、該第四半導體區與該第六半導體區之導電型態為第一導電型，該第二半導體區

與該第五半導體區之導電型態為第二導電型。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型為 N型，該第
二導電型為 P型。

12.   如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型為 P型，該第
二導電型為 N型。

13.   如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該第三半導體區與該第六半
導體區間之上包含有一浮置閘極。

14.   如申請專利範圍第 1項所述之對稱式雙向矽控整流器，其中該中間井下方可以是該 P型
基板或是該第一埋入層區域。

圖式簡單說明

第 1圖係本發明之一實施例示意圖。

第 2圖係本發明之又一實施例示意圖。

第 3圖係本發明之另一實施例示意圖。

第 4圖係本發明之再一實施例示意圖。

第 5圖係本發明之另一實施例示意圖。
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